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В гранулированной структуре Cd3As2+MnAs (MnAs–44.7%) исследованы электросопротивление и магнетосопротивление при высоком гидростатическом давлении до 9 ГПа в области комнатных температур. Давление генерировалось пресс установкой усилием 530 тс.

Электросопротивление с давлением растет с различными барическими коэффициентами, при P≈4.4 ГПа наблюдается структурный фазовый переход, что подтверждается наличием гистерезиса. Расхождения в величинах электросопротивления до и после приложения давления может быть связано со структурой соединения, или же с тем что, при P>8 ГПа вероятно имеет место второй фазовый переход.

Измеренны магнитополевые зависимости магнетосопротивления при фиксированных давлениях P≈0.04÷7.8 ГПа. При P≈0.04 ГПа магнетосопротивления положительно и растет с различными барическими коэффициентами. Рост давления подавляет положительную составляющую магнетосопротивления. Магнетосопротивление с ростом давления падает, и при P≈ 2 ГПа появляется максимум, который с ростом давления сдвигается в сторону высоких полей. При давлениях  P ≈ 3 ГПа наблюдается область отрицательного магнетосопротивления (ОМС). В максимуме ОМС составляет 3.6%. 
В работах [1,2] представлен механизм возникновения отрицательного магнетосопротивления в гранулированных структурах. В отсутствии магнитного поля угол между магнитными моментами ферромагнитных кластеров случаен, а при приложении магнитного поля их магнитные моменты выстраиваются вдоль поля, что приводит к заметному изменению сопротивления (уменьшение). Величина магнетосопротивления пропорциональна величине магнитного поля, косинусу углов между магнитными моментами и количеству ферромагнитных кластеров. Приложение давления усиливает влияние магнитного поля, что приводит к возникновению ОМС, индуцированного давлением.
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